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(57) Abstract: The invention relates 
to an electronic component (2) and a 
method for the production thereof. The 
electronic component (2) comprises 
an electric circuit and a rubber elastic 
elevation (3). The rubber elastic 
elevation (3) is made from an insulating 
rubber elastic material and is arranged 
on the surface (13) of the electric 
component (2), having an electric 
bonding pad (16) on the tip (14) 
thereof. The rubber elastic elevation (3) 
also comprises a line path (8) disposed 
on the sloping side or in the volume 
thereof between the bonding pad (16) 
and the electronic circuit. 

(57) Zusamraenfassung: Die 
Erfindung betrifft ein elektronisches 
Bauelement (2) und ein Verfahren 
zu dessen Herstellung. Das 
elektronische Bauelement (2) weist 
eine elektronische Schaltung sowie 
eine gummielastische Erhebung 
(3) auf. Diese gummielastische 
Erhebung (3) ist aus einem isolierenden 
gummielastischen Material auf eier 
Oberflache (13) des elektronischen 
Bauelements (2) angeordnet und weist 
einen elektrischen Konaktfleck (16) auf 
ihrer 
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Kuppe ( 1 4) auf. Aufierdem weist die gummielastische Erhebung (3) auf ihrer Hangseite (15) Oder in ihrem Volumen einen Leitungsp- 
fad (8) zwischen dem Kontaktfleck (16) und der elektronischen Schaltung auf. 
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Beschreibung 

Elektronisches Bauelement rait flexiblen Kontaktierungsstellen 
und Verfahren zu dessen Herstellung 

5 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektronisches Bauele- 
ment mit einer elektronischen Schaltung gemaS der Gattung der 
unabhangigen Anspruche . Die Erfindung betrifft weiterhin ein 
Verfahren zur Herstellung des erf indungsgemaSen elektroni- 
10 schen Bauelements. 

Ein gattungsgemafces Bauelement wird in JP 5-251455 unter der 
Anmeldenummer JP 4-4 7154 offenbart. Problematisch bei der aus 
der Druckschrift bekannten Losung ist die relative Steifig- 

15 keit einer aus einem Polyimidfilm auf f otolithographische 

Weise geformten kantigen, aus der Oberflache des Bauelements 
herausragenden mit einer Metallschicht eingehullten Erhebung. 
Diese Erhebung ist aufgrund des Polyimidf ilms sowie aufgrund 
der vollstandigen Umhullung mit einer relativ starren Metall- 

20 beschichtung nicht geeignet zum Ausgleich zwischen den Kon- 
takten des Bauelements und den Anschliissen eines Bauelement - 
tragers, mit dem das Bauelement elektrisch uber die AuSenkon- 
takte zu verbinden ist. Ein Bauelement mit einer derartigen 
Aufienkontaktstruktur weist beim Aufbringen auf eine Schal- 

25 tungsplatine haufig Beschadigungen oder Zerstorung der Lot- 

verbindungen zwischen dem Bauelement und dem Trager auf. Fer- 
ner ist aus der US 5,685,885 bekannt, elektrische Kontakte 
auf einer gummielastischen Schicht anzuordnen. Die Herstel- 
lung von Bauelementen mit der dort offenbarten Schicht ist 

30 aufwendig. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein elektro- 
nisches Bauelement bereitzustellen, das dauerhafte Lotverbin- 
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dungen aufweist und einen Hohenausgleich bei Unebenheiten 
zwischen elektronischen Bauelement und einem Trager wie einer 
Schaltungsplatine bereitstellt . 

5 Erf indungsgemafi ist vorgesehen, date das elektronische Bauele- 
ment eine elektronische Schaltung und Leiterbahnen auf einer 
Oberflache zum elektrischen Verbinden der elektronischen 
Schaltung mit metallbeschichteten Erhebungen aus isolierendem 
Material aufweist, wobei die Erhebungen ein gummielastisches 
10 Material aufweisen und jeweils auf ihrer Kuppe einen met alii - 
schen Kontaktfleck und auf ihrer Hangseite oder in ihrem Vo- 
lumen einen Leitungspfad aufweisen, der zwischen dem Kontakt- 
fleck und einer der Leiterbahnen auf der Oberflache des elek- 
tronischen Bauelements angeordnet ist. 

15 

Unter Leitungspfad wird in diesem Zusammenhang jeder elek- 
trisch leitende Weg auf der Hangseite der gummielastischen 
Erhebung und/oder innerhalb des Volumens der gummielastischen 
Erhebung verstanden, wahrend Leiterbahnen elektrisch leitende 
20 Wege auf der Oberflache des elektronischen Bauelements oder 
auf einem Halbleiterchip des elektronischen Bauelements dar- 
stellen. 

Ein der Erfindung zugrunde liegender Gedanke besteht darin, 
25 daS mechanische Spannungen beispielsweise bei thermische Be- 
anspruchung des Bauelementes vermindert werden und zwar ins- 
besondere an den Lotverbindungen . Dies kann dadurch erfolgen, 
dafi unter schiedliche Ausdehnungen und Unebenheiten ausgegli- 
chen werden. 

30 

Eine besondere Bedeutung hat diese erf indungsgemaS Anordnung 
bei elektronischen Bauelementen, deren GroSe weitgehend der 
GroSe der elektronischen Schaltung bzw. des Schaltungschips 
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des Bauelementes entspricht, namlich bei sogenannten Chip- 
Size Bauelementen. Da hier auSer der elektronischen Schaltung 
auf einem Schaltungschip praktisch keine weiteren Gehauseele- 
mente vorgesehen sind, die Spannungen am elektronischen Bau- 
5 element abfangen konnen. Somit besteht bei solchen Bauelemen- 
ten die Gefahr der Beschadigung oder Zerstorung der elektri- 
schen Kontakte. Gerade in solch einem Fall kann durch eine 
gummielastische Erhebung, wie sie erf indungsgemafc vorgeschla- 
gen wird, das Auftreten zu hoher mechanischer Spannungen ver- 
10 mieden werden und somit die Betriebssicherheit des Bauele- 
ments garantiert werden. Gleichzeitig gleicht die gummiela- 
stische Erhebung Unebenheiten zwischen den zu kontaktierenden 
Komponenten in vorteilhaf ter Weise aus. 

15 Die elektrischen Kontaktf lecken des elektronischen Bauele- 
ments sind auf einer gummielastischen Erhebung angeordnet, 
welche die auftretenden mechanischen Spannungen ausgleicht. 
Urn eine leitende Verbindung zu einem elektrischen Kontakt- 
fleck auf der Kuppe einer Erhebung herzustellen, kann ein 

2 0 Leitungspf ad auf der Hangseite oder im Volumen der gummiela- 
stischen Erhebung zwischen dem elektrischen Kontaktfleck und 
der elektronischen Schaltung bzw. den Leiterbahnen vorgesehen 
sein. Die elektronische Schaltung kann mit ihren Leiterbahnen 
direkt an die gummielastische Erhebung angrenzen und ist mit 

2 5 den Leitungspf aden der Erhebung elektrisch verbunden. 

In einer Ausf iihrungsf orm der Erfindung weist die Erhebung ei- 
ne domartige Kontur mit weichem schwachgekriimmten Ubergang zu 
der Oberflache des elektronischen Bauelements auf. Diese Kon- 
30 tur hat den Vorteil, daS sowohl die Kuppe, auf welcher der 

Kontaktfleck ruht, als auch die Ableitung von der Kuppe liber 
den Leitungspfad zu der Oberflache ohne rissanf allige scharfe 
Ubergange erfolgt, so daS ein allmahlicher Anstieg von der 
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Oberflache des elektronischen Bauelements zu der Kuppe der 
gummielastischen Erhebung fur das Metall moglich wird und so- 
mit ein gummielastisch gestiitzter Kontaktf leek mit sicherem 
Leitungspfad zu der elektronischen Schaltung geschaffen wird. 

5 

In einer weiteren Ausf iihrungsf orm der Erfindung ist vorgese- 
hen, diese gummielastische Eigenschaft der Erhebungen weiter 
zu vergroEern, indem zunachst eine flache Sockelflache aus 
gummielastischem Material auf der Oberflache des elektroni- 

10 schen Bauelements angeordnet wird und dann auf dieser gummie- 
lastischen flachen Sockelflache die gummielastischen Erhebun- 
gen ausgebildet werden. Von den jeweiligen Kuppen der gummie- 
lastischen Erhebungen, die mit Kontaktf lecken bestiickt sind, 
konnen Leitungspf ade zunachst auf den Hangseiten der jeweili- 

15 gen gummielastischen Erhebung und dann uber den gummielasti- 
schen flachen Sockel zu den Leiterbahnen auf der Oberflache 
gefiihrt werden. Somit wird mit dieser Ausf iihrungsf orm der Er- 
findung eine hohe Nachgiebigkeit der Kontaktf lecken auf der 
Kuppe der Erhebungen erreicht, weil sich die Nachgiebigkeiten 

20 von Erhebungen und gummielastischem Sockel erganzen. 

Eine weitere Ausf iihrungsf orm der Erfindung sieht vor, daS die 
gummielastische Erhebung eine Grundflache mit einem Durchmes- 
ser zwischen 100 Jim und 250 |im aufweist. Mit dieser minimalen 
25 Grundflache lassen sich Erhebungen in einer Hohe von 50 \im 
bis 80 |im darstellen, die sich dann domartig uber die Grund- 
flache mit gleichzeitig weichem Ubergang zur Oberflache des 
elektronischen Bauelements wolben. 

3 0 In einer weiteren Ausf iihrungsf orm der Erfindung konnen zwi- 
schen der gummielastischen Erhebung und der elektronischen 
Schaltung noch zusatzliche Leiterbahnen vorgesehen sein, so 
daS die gummielastische Erhebung von der elektronischen 
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Schaltung durch eine Umverdrahtungsfolie beabstandet angeord- 
net werden kann. 

Eine weitere Ausfuhrungsf orm der Erfindung sieht vor, daS das 
gummielastische Material der Erhebungen mehr als 50 % elasti- 
sche Dehnbarkeit auf weist . Ein derartiges Material hat den 
Vorteil, date es sich auf iiber die Halfte seiner Hohe zusam- 
mendrucken laSt oder sich in gleicher Weise seitlich ver- 
schieben la£t, so da£ der Kontaktfleck auf der Kuppe gegen- 
uber dem Mittelpunkt der Grundflache ebenfalls verschiebbar 
wird, 

Eine weitere Ausfuhrungsf orm der Erfindung sieht deshalb vor, 
daS das gummielastische Material der Erhebung ein Elastomer 
auf weist. Derartige Elastomere wirken wie naturliche Gummis 
und lassen sich entsprechend mit geringem Kraftaufwand sowohl 
parallel zur Oberflache des elektronischen Bauelements also 
auch senkrecht dazu verschieben. 

Eine weitere Ausfuhrungsf orm der Erfindung sieht vor, daS das 
gummielastische Material ein Elastomer auf Siliconbasis auf- 
weist. Derartige Silicongummis sind weitverbreitet und in un- 
terschiedlicher Konsistenz verarbeitbar, so daS eine Staffe- 
lung von unterschiedlich viskosen und unterschiedlich konsi- 
stenten Materialien auf Siliconbasis ubereinander gestapelt 
werden konnen, urn eine optimale domartige Kontur mit weichem 
Ubergang zur Oberflache zu realisieren. 

Eine weitere Ausfuhrungsf orm der Erfindung sieht vor, daS die 
Erhebung aus gummielastischen Material urn mehrere 10 ^im gum- 
mielastisch verformbar ist. Diese gummielastische Verformbar- 
keit urn mehrere 10 |im ist besonders gefragt, wenn elektroni- 
sche Bauelemente auf Kontaktanschliissen von Leiterplatten 
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oder Schaltungsplatinen im Waferlevel zu Testzwecken auf zu- 
bringen sind. Aufgrund der thermischen Belastung kommt es 
durchaus dazu, daS sich das Halbleiterbauelement geringfugi- 
ger ausdehnt als die Kontaktanschlussf lachen auf der Schal- 
5 tungsplatine, so daS Verschiebungen im Bereich von 50 jam bis 
150 |im bei einem Durchmesser von 300 mm der zu testenden 
Halbleiterscheibe moglich sind. Die erf indungsgemafien gummie- 
lastischen Erhebungen konnen in vorteilhaf ter Weise diese ho- 
hen Auslenkungen uberbriicken bzw. ausgleichen. 

10 

In vertikaler Richtung sind die Erhebungen zur Oberflache in 
einer weiteren Ausf uhrungsf orm der Erf indung mindestens um 
3 0 (im auslenkbar, was den Vorteil hat, daS Toleranzen durch 
Verwolbungen einer Halbleiterscheibe bzw. der Verwolbung ei- 
15 ner Schaltungsplatine von bis zu 150 [im ausgeglichen werden 
konnen . 

Dazu weist in einer Ausf uhrungsf orm der Erfindung die gummie- 
lastische Erhebung eine Hohe h von 60 bis 300 |im auf, so daS 
20 vorteilhaft bei einer gummielastischen Komprimierung bis zu 
50 % die Erhebungen auf 30 bis 150 vertikal zum elektri- 
schen Bauelement zusammengedruckt werden konnen. 

Eine weitere Ausf uhrungsf orm der Erfindung sieht vor, daS die 
25 Breite b eines Leitungspf ades aus Metall bei der Herstellung 
der Erhebung kleiner gleich 150 [im ist . Damit soil gleichzei- 
tig sichergestellt werden, daS der metallische Pfad, der 
praktisch wie eine durch ein Elastomer gestutzte metallische 
Feder wirkt und mit dem Kontakt fleck auf der Kuppe der Erhe- 
30 bung zusammenarbeitet , nicht zu breit wird und dadurch nicht 
die Flexibilitat bzw. die gummielastischen Eigenschaf ten ver- 
mindert . 
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In einer weiteren Ausfuhrungsf orm der Erfindung weist das 
elektronische Bauelement ein Halbleiterbauelement auf, auf 
dessen aktiver Oberseite eine Isolierschicht aufgebracht ist, 
5 und diese Isolierschicht lediglich Bondkanale freilaEt, liber 
die Kontaktf lachen auf dem Halbleiterchip mit den Leiterbah- 
nen auf der Isolierschicht verbunden werden konnen, wobei 
wiederum die Leiterbahnen auf der Isolierschicht uber die 
Leitungspf ade auf der Hangseite der gummielastischen Erhebung 
10 mit dem Kontaktfleck auf der Kuppe der Erhebung verbunden 
sind. 

Anstelle eines Halbleiterbauelementes kann das elektronische 
Bauelement auch ein Polymerbauelement aufweisen, wie eine 
15 elektronische Schaltung auf einer Leiterplatte, und die gum- 
mielastischen Erhebungen sind dann unmittelbar auf der Lei- 
terplatte angeordnet . 

Eine weitere Ausfuhrungsf orm der Erfindung sieht vor, dafi die 
20 Kontaktf lecken auf eine Schaltungsplatine auflotbar sind. Da- 
zu konnen die Kontaktf lecken mit einer dunnen lotbaren 
Schicht beschichtet sein und/oder auch die Kontaktanschluss- 
f lachen auf der Schaltungsplatine konnen eine derartige lot- 
bare Schicht aufweisen, so daS beim Aufbringen des elektroni- 
25 schen Bauelements auf die Leitungsplatine eine intensive Ver- 
bindung durch Weichlot realisierbar ist. Eine weitere Verbin- 
dung zwischen den Kontaktf lecken auf der Kuppe der gummiela- 
stischen Erhebungen und Kontaktanschlussf lachen auf einer 
Schaltungsplatine konnen mittels eines Leitklebers erreicht 
30 werden, der beispielsweise auf die Kontaktf lecken der Kuppe 
der Erhebung aufgetragen ist. 
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In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung ist vorgese- 
hen, daS die Erhebung mit dem Kontakt fleck und dem Leitungs- 
pfad vollstandig in einen Leitkleber eingebettet ist. Diese 
vollstandige Einbettung in einen Leitkleber kann beim Anbrin- 
5 gen des elektronischen Bauelements auf einer Leiterplatte 

oder einer Schaltungsplatine oder einem Keramiktrager erfol- 
gen, indem auf die Kontaktanschlussf lachen des jeweiligen 
Tragermaterials ein entsprechender Leitkleber aufgebracht 
wird, der sich anschlieSend uber die Kontur der gummielasti- 
10 schen Erhebung ausbreitet. 

Bei einer anderen Ausf uhrungsf orm der Erfindung ist vorgese- 
hen, daS das elektronische Bauelement auf einer Schaltungs- 
platine angeordnet ist, mittels beim Ausharten schrumfenden 

15 Klebstof fhockern auf der Schaltungsplatine gebondet ist und 
uber den mindest einen elektrischen Kontakt eine gummielasti- 
schen Erhebung mit mindestens einer Kontaktanschlussf lache 
auf der Schaltungsplatine einen Druckkontakt bildet. Bei die- 
ser Ausfuhrungsform der Erfindung kommt kein Lotmaterial zum 

20 Einsatz, auch wird kein Leitkleber erforderlich sein, sondern 
der Kontakt zu den Kontaktanschlussf lachen auf einer Schal- 
tungsplatine wird lediglich durch Andruck bewirkt, der sei- 
nerseits wiederum durch ein Schrumpfen von Lothockern aus ei- 
nem schrumpfenden Klebstof f erfolgt, Diese Ausfuhrungsform 

25 der Erfindung hat den Vorteil, daS auf preiswerte Weise eine 
Massenf ertigung durchgefuhrt werden kann, bei der es darauf 
ankommt, moglichst schnell und kostengunstig elektronische 
Bauelemente auf Schaltungsplatinen anzuordnen, mechanisch zu 
befestigen, beispielsweise uber die schrumpfenden Klebstoff- 

30 hocker, und elektrisch zu verbinden, was automatisch beim 
Ausharten der schrumpfenden Klebstof f hocker vollzogen wird. 
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Als Alternativen zu einem Leitungspfad auf der Hangseite der 
gurnmielastischen Erhebung kann auch ein Leitungspfad im Inne- 
ren der gurnmielastischen Erhebung zwischen dem elektrischen 
Kontaktfleck und der elektronischen Schaltung angeordnet 
sein. Die leitende Verbindung wird somit ausgehend von dem 
elektrischen Kontaktfleck auf der Kuppe der gurnmielastischen 
Erhebung durch die gummielastische Erhebung hindurch und zu 
der elektronischen Schaltung hin gef tihrt . 

Grundsatzlich kann auch die gesamte gummielastische oder fle- 
xible Erhebung aus einem flexiblen oder gurnmielastischen und 
elektrisch leitenden Material hergestellt sein, so daS die 
leitende Verbindung nicht durch einen separaten Leitungspfad 
aus einem anderen Material, sondern durch das gummielastische 
Material selbst hergestellt wird. Hierzu sind sehr spezifi- 
sche Materialien ndtig, die sowohl in der Auswahl als auch in 
der Zusammensetzung hohe Anf orderungen an die gurnmielasti- 
schen Materialien stellen. Solche Materialien sind in der Re- 
gel hochohmiger als ein reines Leitungsmaterial , welches ei- 
nen Leitungspfad bildet. Somit ist bei der erf indungsgemafcen 
Losung eine einzelne Optimierung des jeweiligen flexiblen 
oder gurnmielastischen Verhaltens und des jeweiligen Leitungs- 
verhaltens der entsprechenden Erhebung moglich. Zusatzlich 
kann auf der Kappe der gurnmielastischen Erhebung ein als Me- 
tallbereich ausgebildeter Kontaktfleck vorgesehen sein, wobei 
von der Unterseite der gurnmielastischen Erhebung eine Leiter- 
bahn wegf uhrt . 

Sofern weiter Leiterbahnen zwischen der elektronischen Schal- 
tung und der gurnmielastischen Erhebung vorgesehen sind, kon- 
nen diese auf einer isolierenden Schicht, die zumindest teil- 
weise die erste Oberflache des elektronischen Bauelementes 
bedeckt, angeordnet sein, wobei die isolierende Schicht an 
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die gummielastische Erhebung angrenzt. Dies hat den Vorteil, 
daS eine Strukturierung der Leiterbahnen durch eine indirekte 
Strukturierung, namlich durch eine Strukturierung der isolie- 
renden Schicht, erfolgen kann. 

5 

Das elektronische Bauelement kann grundsatzlich in jeder ge- 
eigneten verwendbaren Form ausgebildet sein. So kann das Bau- 
element ein Halbleiterbauelement oder ein Polymerbauelement 
sein. Auch der elektrische Kontakt fleck auf der Kuppe der 

10 gummielastischen Erhebung kann beliebig ausgebildet und an 

die jeweilige spezielle Verwendung des elektronischen Bauele- 
mentes angepaSt sein. So kann der elektrische Kontakt durch 
eine leitende Schicht, einen leitenden Stift oder eine lei- 
tende Kugel erganzt werden und damit in vorteilhaf ter Weise 

15 den Erfordernissen des elektronischen Bauelements angepaSt 
sein. 

Die Aufbringung der gummielastischen Erhebung auf das elek- 
tronische Bauelement erfolgt durch einen DruckprozeS, der 

20 einfach und kostengiinstig durchftihrbar ist. Die Anf orderungen 
an die Festigkeitstoleranzen fur solche Erhebungen konnen 
durch Anpassen der technisch moglichen Druckprozesse erfullt 
werden. Ebenso kann auch die Aufbringung der isolierenden 
Schicht durch einen DruckprozeS erfolgen. Das leitende Mate- 

25 rial zur Herstellung der Leiterbahnen bzw. der Leitungspf ade 
und der elektrischen Kontakte kann durch Sputtermetallisie- 
rung oder chemische Metallisierung auf die gummielastische 
Erhebung bzw. auf die isolierende Schicht aufgebracht werden. 

30 Bei der drucktechnischen Aufbringung der gummielastischen Er- 
hebung wird vorzugsweise ein Schablonendruck eingesetzt, bei 
dem durch eine Lochschablone das Drucken erfolgt. Diese Lock- 
schablone kann derart optimiert werden, daS mit einem Druck- 
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prozess bereits die gesamte gummielastische Erhebung durch 
die Lochschablone hindurch geformt sein kann. 

In einer weiteren Durchfuhrung des Verfahrens werden mehrere 
5 auf einanderf olgende Druckvorgange durch aufeinander abge- 

stimmte Lochschablonen durchgef uhrt , urn damit besonders wei- 
che Ubergange von der Oberflache des elektronischen Bauele- 
ments zur Kuppe der gummielastischen Erhebung zu schaffen. 
Dazu werden Lochschablonen eingesetzt, die eine perforierte 

10 Metallfolie verwenden. Diese perforierte Metallfolie ist mit 
ihren Lochern genau auf die Position und auf die GroEe der 
gummielastischen Erhebung abgestimmt , wodurch eine genaue An- 
passung der domformigen Ausbildung der gummielastischen Erhe- 
bung mit weichen Ubergangen zur Kuppe und zur Grundflache hin 

15 erreicht werden kann. 

Bei einem weiteren Durchf uhrungsbeispiel des Verfahrens ist 
vorgesehen, daS als Lochmaske eine perforierte Metallfolie 
eingesetzt wird. Derartige perforierte Metallfolien sind ei- 
20 nerseits aufcerst prazise herstellbar, zum anderen haben sie 

nicht wie beim Siebdruckverf ahren uber der Offnung zur Stabi- 
lisierung des Siebdrucknetzes eine Gewebestruktur , sondern 
ein vollig frei durchgangiges Loch, womit eine Dosierung der 
Silicongummimenge erleichtert wird. 

25 

Ein weiteres Durchf uhrungsbeispiel des Verfahrens sieht vor, 
daS bei der Herstellung der Metallschichtstruktur auf der 
Oberflache des elektronischen Bauelements und auf den gummie- 
lastischen Erhebungen die Leitungspf ade auf den Hangseiten 
3 0 der Erhebungen, die Kontaktf lecken auf den Kuppen der Erhe- 
bungen sowie die Leiterbahnen auf der Oberflache des elektro- 
nischen Bauelements gleichzeitig hergestellt werden. Dazu ist 
es vorgesehen, zunachst eine geschlossene Metallschicht auf- 
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zubringen, was durch Sputtern von Metallschichten wie bei- 
spielsweise Kupf er-Nickel oder Gold Oder deren Legierungen 
moglich ist oder durch galvanisches Platieren oder durch Auf- 
dampfen dieser Metalle erreicht werden kann. Als weiteres 
5 wird dann eine geschlossene Photolackschicht auf gebracht , wo- 
bei es schwierig ist, eine gleichmafiig dunne bzw. dicke Lack- 
schicht sowohl auf der ebenen oder flachen Oberseite des 
elektronischen Bauelements als auch auf den domartigen W61- 
bungen der Erhebungen auf zubringen. Ein besonders gunstiges 
10 Verfahren ist hier das Aufspruhen oder das Elektroabscheiden, 
bei dem aus einer organometallischen Losung unter Strom ein 
spezieller Photolack gleichmaSig abgeschieden werden kann. 

Auch das Belichten des Photolackes gestaltet sich bei den 

15 groSen Unterschieden in dem Oberf lachenniveau schwierig, zu- 
mal eine hohe Tief enscharf e erreicht werden mufi, urn sowohl im 
Bereich der Kontaktf lecken auf den Erhebungen als auch im Be- 
reich der Leitungspf ade auf der Hangseite der Erhebung sowie 
dann auf der tief erliegenden ebenen Oberseite des elektroni- 

20 schen Bauelements eine scharfe Abbildung und Belichtung zu 
ermoglichen. In diesem Ausf iihrungsf orm des Verfahrens wird 
eine Projektionsbelichtung mit parallelen Lichtstrahlen vor- 
genommen und anschliefeend wird der Photolack entwickelt und 
die Struktur zu einer Photolackmaske ausgehartet. Danach kann 

25 durch Trocken- oder NaSatzen die Metallschicht durch die Pho- 
tolackmaske hindurch die Metallschicht strukturiert werden. 
Nach Strukturieren der Metallschicht wird die Photolackmaske 
entfernt und es bleibt die gewunschte Metallschichtstruktur 
zuriick, die Kontaktf lecken auf der Kuppe der Erhebung, Lei- 

3 0 terbahnen auf der Hangseite der Erhebungen und Verbindungs- 
leitungen auf der Oberseite des elektronischen Bauelements 
auf we ist . 
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Zur besseren Haftung der Metallbeschichtung auf der Oberfla- 
che sowohl der Erhebungen als auch auf der Oberflache des 
elektronischen Bauelements kann zunachst eine Keimbildung auf 
der isolierenden Schicht der Erhebungen und der isolierenden 
5 Schicht der Oberseite des Halbleiterbauelements erfolgen. 

Erst anschlieSend wird in diesem Bereich eine Metallisierung 
durchgefiihrt, urn die Haftung der Leitungspf ade und des Kon- 
taktflecks auf dem gummielastischen Material der gummielasti- 
schen Erhebung zu erhohen. 

10 

Als Alternative zu diesem Verfahren kann durch eine Laserbe- 
handlung der Oberflache der gummielastischen Erhebung und ge- 
gebenenfalls auch der isolierenden Schicht oder durch ein an- 
deres geeignetes Verfahren eine Aufrauhung dieser Oberflache 

15 erfolgen, die dem spater auf zutragenden leitenden Material 

der Metallisierung eine bessere Haftung bietet. Es kann dabei 
auch vorgesehen werden, daS vor dem Aufbringen der Metalli- 
sierung und nach der Oberf lachenauf rauhung Metallkeime oder 
andere geeignete Keime auf die rauhe Oberflache aufgebracht 

20 werden, die aus jedem geeigneten Material bestehen konnen, 
wie aus Palladium. Palladium lafit sich preiswert auf elek- 
trisch isolierenden Materialien abscheiden und bildet kubi- 
sche Keimkristalle, die sich im isolierenden Material ausge- 
zeichnet verankern und somit haf tverbessernd fur den Lei- 

25 tungspfad oder die Leiterbahnen sind. 

Auch das oben geschilderte Verfahren zur Herstellung einer 
Metallschichtstruktur kann erheblich verbessert werden, wenn 
ein Verfahren zur Metallschichtstruktur eingesetzt wird, das 
3 0 mit einer Tintenstrahldrucktechnik arbeitet, wobei mittels 

einer organometallischen Losung als Tinte und anschlieSender 
Verdampfung des Losungsmittels wahrend eines Tempervorgangs 
eine Metallschichtstrukturierung erreicht werden kann, die 
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ohne jede Maskentechnik allein durch Programmieren des Tin- 
tenstrahldruckverf ahrens eine Metallstruktur auf unebenen 
Flachen wie den vorliegenden gummielastischen Erhebungen er- 
reichen kann. 

5 

In einer weiteren Ausfiihrungsf orm der Erfindung ist minde- 
stens ein erf indungsgemaSes elektronisches Bauelement auf ei- 
ner Schaltungsplatine mittels eines beim Ausharten schrump- 
fenden Klebstoffs gebondet. Durch den schrumpf enden Klebstoff 

10 wird ein elektrischer Kontakt zwischen der gummielastischen 
Erhebung und ihrem Kontaktfleck und einer elektrischen Kon- 
taktanschluSf lache auf der Schaltungsplatine hergestellt, so 
da£ ein gummielastischer Andruckkontakt auf tritt . Diese Aus- 
fiihrungsf orm hat den Vorteil, daS kein bleihaltiges, die Um- 

15 welt belastendes Lot zum Einsatz kommt und Unebenheiten des 
Bauelementes ausgeglichen werden konnen. SchlieSlich werden 
Unterschiede in der thermischen Ausdehnung ausgeglichen, so 
da£ thermisch bedingte Spannungen vermieden werden. 

20 Zum Andrucken des Kontaktes der gummielastischen Erhebung auf 
eine elektrische Andruckf lache wird der Klebstoff auf die 
Leitungsplatine in Form einzelner Klebstoff hocker aufge- 
bracht. Dann wird das elektronische Bauelement mit seinen 
elektrischen Kontakt flecken zu den elektrischen Kontaktan- 

25 schlufcf lachen der Schaltungsplatine ausgerichtet und auf die 
Schaltungsplatine gedruckt, so daS die elektrischen Kontakt- 
flecken auf den Kuppen der gummielastischen Erhebungen die 
Kontakt flachen der Schaltungsplatine kontaktieren, wahrend 
der Klebstoff schrumpf end aushartet. Dieses Verfahren hat den 

30 Vorteil, dafi eine Kontaktierung und ein Plazieren auf einer 
Schaltungsplatine bei auSerst niedriger Aushartetemperatur 
durchgefiihrt werden kann. 
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Bei einem weiteren Durchf uhrungsbeispiel des Verfahrens wird 
der Klebstoff in Form eines f lachendeckenden Tropfens auf der 
Oberseite der Schaltungsplatine aufgetragen und anschlieEend 
das elektronische Bauelement mit seinen gummielastisch ge- 
5 stutzten Kontaktf lecken auf die Kontaktanschlussf lachen bis 
zum Ende des Aushartens und Schrumpfens des Klebstoff s ge- 
prefct . Da fur das Ausharten des Klebstoff es Temperaturen im 
Bereich von 120 bis 160°C vorgesehen sind, ist es auch mog- 
lich, vor dem Anpressen des elektronischen Bauelements die 

10 Kontaktf lecken oder die Kontaktanschlussf lachen der Schal- 
tungsplatine mit einer lotfahigen Schicht zu versehen und 
gleichzeitig mit dem Andriicken und Ausharten des Schrumpfkle- 
bers eine Weichlotverbindung zwischen den Kontaktf lecken des 
elektronischen Bauelements und den Kontaktanschlussf lachen 

15 der Schaltungsplatine herzustellen . 

Die Montage von CSP # insbesondere von geometrisch grofcen 
Chips, auf das Board (bzw. die Schaltungsplatine) ist auf- 
grund der unterschiedlichen Langenausdehnungskoef f izienten 
20 von Si und Laminat schwierig. Die Erfindung uberwindet in 

vorteilhaf ter Weise den thermischen mismatch im CSP-Gehause. 

Durch die Nutzung eines CSP mit in z-Richtung elastischem In- 
terconnect laSt sich uber einen Andriickvorgang eine Kontak- 

25 tierung erzielen, welche auch fur sehr viele Kontakte und 

sehr groJSe Chips moglich ist. Dieser Andriickvorgang kann er- 
zielt werden, indem der Chip auf das Board punktuell aufge- 
klebt wird mit einem Klebstoff, welcher beim Ausharten 
schrumpft und somit Chip und Board aufeinander zu bewegt . Bei 

30 diesem Vorgang werden die elastischen Interconnect Elemente 

(bzw. gummielastischen Erhebungen) mit einer Anpresskraft mit 
dem Pad (bzw. KontaktanschluSf lache) verbunden. So konnen die 
unterschiedlichen Hohen der Interconnect-Elemente ausgegli- 
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chen werden und eine sichere Verbindung entsteht . Mit Hilfe 
der gummielastischen Erhebungen konnen Wafer bis 10 urn pro cm 
durchgebogen sein. Bei ChipgroSen von 3 0 mm bedeutet dies ei- 
ne Toleranz von bis zu 30 urn, die durch die gummielastischen 
5 Erhebungen ausgleichbar ist. 

Die Vorteile dieses Verfahrens sind: 

seine Verarbeitung bei vergleichsweise niederer Tempera- 
tur (< 200°C) , 

10 - die Bleif reiheit der Verbindung (green components) , 

die Elastizitat sowohl in x/y als auch in z-Richtung bei 
thermomechanischer Belastung (Boardverzug) . 

Mit der vorliegenden Erfindung wird die Nutzung der CSP mit 
15 in alle drei Richtungen elastischen Interconnect Elementen 

erleichtert. Durch den Einsatz schrumpf ender Kleber wird ins- 
besondere fur grofie Chips und hohe Pinzahlen ein sicherer 
elektrischer Kontakt zwischen Chip und Board erreicht. 

20 AnschlieSend wird die Erfindung anhand von Ausf uhrungsf ormen 
und von Figuren naher erlautert . 

Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer Ausfuh- 

rungsform der Erfindung mit teilweisem Querschnitt, 
25 Figur 2 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Teil eines 

elektronischen Bauelements gema£ einer weiteren 

Ausf uhrungsf orm der Erfindung, 
Figur 3 zeigt eine schematische Querschnittsansicht des 

Ausgangsmaterials fur die vorliegende Erfindung, 
3 0 Figur 4 zeigt eine schematische Querschnittsansicht durch 

eine gummielastische Erhebung einer Ausf uhrungsf orm 

der Erfindung, 
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Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine 

metallbeschichtete gummielastische Erhebung, 
Figur 6 zeigt eine schematische Querschnittsansicht durch 

mehrere gummielastische Erhebungen auf einem gummi- 
5 artigen Sockel, 

Figur 7 zeigt eine Querschnittsansicht einer Gesamtansicht 

eines Bauelements gemaS einer weiteren Ausfuhrungs- 

form der Erfindung, 
Figur 8 zeigt eine Querschnittsansicht eines Ausschnitts 
10 eines Halbleiterchips nach dem Aufdrucken einer 

isolierenden Schicht, 
Figur 9 zeigt den Halbleiterchip nach Figur 2 nach dem Auf- 
drucken einer gummielastischen Erhebung, 
Figur 10 zeigt den Halbleiterchip nach Figur 9 nach dem Auf- 
15 bringen einer ersten Metallisierung, 

Figur 11 zeigt den Halbleiterchip nach Figur 9 nach dem Auf- 

bringen einer zweiten Metallisierung, 
Figur 12 zeigt den Halbleiterchip nach Figur 10 nach dem 

Auf bringen einer Lotkugel auf den Kontakt fleck, 
20 Figur 13 zeigt eine Querschnittsansicht einer weiteren Aus- 

fuhrugnsform eines Leitungspf ades, 
Figur 14 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer 

weiteren Ausf uhrungsf orm der Erfindung, 
Figur 15 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer 
25 mehrlagigen Schaltungsplatine mit aufgelotetem 

elektronischen Bauelement, 
Figur 16 zeigt eine Querschnittsansicht einer mehrlagigen 

Schaltungsplatine mit Klebstof f hockern, 
Figur 17 zeigt die mehrlagige Schaltungsplatine aus Figur 16 
30 zusammen mit einem elektronischen Bauelement, 

Figur 18 zeigt ein endmontiertes elektronisches Bauelement 

einer weiteren Aus fuhrungs form der Erfindung auf 

einer Schaltungsplatine, 
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Figur 19 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer 
mehrlagigen Schaltungsplatine mit einem ausgebrei- 
teten Tropfen aus schrumpf f ahigen Klebstoff, 

Figur 20 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer 
5 mehrlagigen Schaltungsplatine mit auf gebrachtem und 

ausgerichteten elektronischen Bauelement, 

Figur 21 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer 
mehrlagigen Schaltungsplatine mit auf gepresstem 
elektronischen Bauelement wahrend der Aushartung 
10 des Klebstoffs. 



Figur 1 zeigt eine perpektivische Ansicht einer Ausfuhrungs- 
form der Erfindung mit teilweisem Querschnitt. Abgebildet ist 
ein Teilstuck einer Oberflache 13 eines elektronischen Bau- 

15 elements 2, wobei der darunter angeordnete Querschnitt im we- 
sentlichen ein Halbleiterchip 6 mit einer isolierenden Be- 
schichtung 7 zeigt. Auf der Oberflache 13 dieser isolierenden 
Beschichtung 7 ist eine strukturierte Metallschicht angeord- 
net, die im wesent lichen aus Leiterbahnen 4 besteht . Ferner 

20 ist unmittelbar auf der Oberflache 13 eine gummielastische 

Erhebung 3 angeordnet, die sich domartig uber die Oberflache 

13 wolbt und eine Kontur 15 aufweist, die sich mit einer 
schwachen Krummung der Oberflache 13 angleicht. Auf der Kuppe 

14 der gummielastischen Erhebung 3 ist in einer Hohe h von 
25 der Oberflache 13 entfernt ein Kontaktfleck 16 aus einem Me- 

tall angeordnet, der einen elektrischen Kontakt 1 des elek- 
tronischen Bauelements 2 auf der Kuppe 14 der gummielasti- 
schen Erhebung 3 bildet. Zwischen einer der Leiterbahnen 4 
auf der Oberflache 13 und dem Kontaktfleck 16 auf der Kuppe 
3 0 14 der gummielastischen Erhebung 3 ist ein Leitungspfad 8 an- 
geordnet, der sich in einer Breite von bis zu 150 Jim uber die 
Hangseite 15 der gummielastischen Erhebung 3 erstrecken kann. 
Aufgrund der sanften Krummungen 22 der gummielastischen Erhe- 
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bung 3 wird beim Zusammendriicken oder Verschieben der gummie- 
lastischen Erhebung 3 das Material des Leitungspf ads 8 ledig- 
lich f ederelastisch belastet und ist somit vor Mikrorissbil- 
dungen geschutzt. Die Hohe h der gummielastischen Erhebung 3 
5 liegt in dieser Ausf uhrungsf orm zwischen 60 und 300 (am. Die 
Grundflache der gummielastischen Erhebung 3 weist einen 
Durchmesser von fiber 150 \im bis 500 fxm auf . Die Breite des 
Leitungspf ades liegt in diesem Ausf iihrungsbeispiel zwischen 
30 |wn und 150 ^m. 

10 

Bauelemente 2, die mit den erf indungsgemaSen gummielastischen 
Erhebungen 3 als AuSenkontakte ausgestattet sind und einen 
relativ grofien Halbleiterchip 6 beispielsweise von einer Kan- 
tenlange von 20 mm aufweisen, konnen bei Temperaturtestzyklen 
15 zwischen -40°C und +160°C einer relativen Verschiebung gegen- 
uber einer Schaltungsplatine von iiber 30 p in horizontaler 
Richtung ausgesetzt werden, ohne daS es zu einem AbriS der 
elektrischen Verbindung f iihrt . 

20 Werden die Bauelemente 2 bereits im Waferlevel getestet, so 
kann die gummielastische Erhebung 3 noch Hohendif f erenzen in 
vertikaler Richtung bis zu 150 |im ausgleichen. Bei derartigen 
Testverfahren auf Waferlevel werden gleichzeitig fur bis zu 
2000 elektronische Bauelemente 2 mit jeweils 50 bis 100 Au- 

25 Senkontakten auf gummielastischen Erhebungen 3 eines Halblei- 
terwafers sichere elektrische Verbindungen allein durch An- 
drucken der Kontaktf lecken 16 der Erhebung auf Kontaktan- 
schluSf lachen einer Prufplatine geschaffen. Dabei gleichen 
die gummielastischen Erhebungen 3 nicht nur Verwolbungen der 

30 Prufplatine von +/- 10 (am und des Halbleiterwaf ers aus, son- 
dern auch Hohendif f erenzen unter den Erhebungen von bis zu 
+/- 10%. Aufgrund der hohen gummielastischen Dehnbarkeit der 
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Erhebungen 3 von 50 % konnen diese Differenzen in vertikaler 
Richtung vollstandig ausgeglichen werden. 

Figur 2 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Teils eines 
5 elektronischen Bauelements 2 gemaS einer weiteren Ausfuh- 

rungsform der Erfindung. Komponenten mit gleichen Funktionen 
wie in Figur 1 werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeich- 
net und nicht extra erlautert. Wie Figur 2 zeigt, konnen meh- 
rere gummielastische Erhebungen 3 mit Kontaktf lecken 16 auf 

10 ihren Kuppen 14 und Leitungspf aden 8 auf ihren Hangseiten 15 
angeordnet sein. Zwischen den gummielastischen isolierenden 
Erhebungen 3 laufen auf der Oberseite 13 der isolierenden 
Schicht 7 metallische Leiterbahnen 4, die zu entsprechenden 
nicht gezeigten Kontaktf lecken in einem Bondkanal des Halb- 

15 leiterchips 6 fiihren. Die isolierende Schicht 7 wird deshalb 
auch Umverdrahtungsschicht genannt und die Leiterbahnen 4 
stellen die Umverdrahtungsleitungen dar. 

Die Figuren 3 bis 5 stellen die Verf ahrensschritte zur Her- 
20 stellung eines derartigen elektronischen Bauelements 2 dar. 

Figur 3 zeigt eine schematische Querschnittsansicht des Aus- 
gangsmaterials fur die vorliegende Erfindung. Komponenten mit 
gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren werden 

25 mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra er- 
lautert. Das Ausgangsmaterial fur die vorliegende Erfindung 
ist ein Halbleiterchip 6 mit Kontaktf lachen 19 einer nicht 
gezeigten integrierten Schaltung auf der aktiven Oberseite 24 
des Halbleiterchips, die der passiven Ruckseite 25 gegemiber 

30 liegt. Auf dem Halbleiterchip 6 ist eine isolierende Schicht 
7 angeordnet, mit einer Oberflache 13 unter Freilassung eines 
Bondkanals 26, der einen Zugriff zu den Kontaktf lachen 19 des 
Halbleiterchips 6 zulafit . 
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Figur 4 zeigt eine schematische Querschnittsansicht durch ei- 
ne gummielastische Erhebung 3 einer Ausfuhrungsf orm der Er- 
findung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vor- 
5 hergehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekenn- 
zeichnet und nicht extra erlautert. Auf die Oberflache 13, 
die gleichzeitig auch eine Oberflache des elektronischen Bau- 
elements 2 darstellt, wird unmittelbar auf der isolierenden 
Schicht 7 eine gummielastische Erhebung 3 aufgebracht, die 

10 aus einem gummielastischen Elastomer besteht. In dieser Aus- 
fuhrungsform der Figur 4 wurde als gummielastisches Elastomer 
ein Material auf Siliconbasis eingesetzt, das uber eine Loch- 
schablone auf die Oberflache 13 der isolierenden Schicht 7 
aufgebracht ist. Die Schablone selbst besteht aus einer per- 

15 forierten Metallf olie . Durch die Einstellung von Viskositat 
und Zusammensetzung der Silicongummimasse lafit sich die Hohe 
h der domformigen gummielastischen Erhebung 3 gezielt ein- 
stellen. 

20 Figur 5 zeigt eine schematische Querschnittsansicht durch ei- 
ne metallbeschichtete gummielastische Erhebung 3. Komponenten 
mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren 
werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht 
extra erlautert. Auf die Oberflache 13 der isolierenden 

25 Schicht sowie auf die Oberflache der gummielastischen Erhe- 
bung 3 und in dem Bondkanal 26 wird eine Metallschichtstruk- 
tur aufgebracht, die im wesentlichen aus einem Kontaktfleck 
16 auf der Kuppe der gummielastischen Erhebung 3, einem Lei- 
tungspfad 8 auf der Hangseite 15 der gummielastischen Erhe- 

30 bung 3 und einer Leiterbahn 4, die den Kontaktfleck 16 mit 
der Kontaktf lache 19 auf dem Halbleiterchip 6 in dem Bondka- 
nal 26 verbindet . Durch das Aufbringen dieser Metallstruktur 
ist im wesentlichen das elektronische Bauelement 2 fertigge- 
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stellt, es kann jedoch das gesamte Bauelement unter Freilas- 
sung der gummielastischen Erhebung 3 mit ihrem Kontaktfleck 
16 auf der Kuppe der Erhebung 3 mit einer nicht gezeigten 
Schutzschicht aus isolierendem Material versehen werden. 

5 

Die Metallstruktur ist in dieser Aus fuhrungs form nach Figur 5 
mit Hilfe einer Metallisierung der gesamten Oberflache herge- 
stellt, wobei diese Metallisierung anschlieSend durch ein 
Photolithographieverf ahren strukturiert wird. Dieses Photoli- 

10 thographieverf ahren lost zwei Probleme, namlich einerseits 

auf einer nicht ebenen Oberflache, die durch die sich aufwol- 
benden Erhebungen vorgegeben ist, eine gleichmaSig dicke Pho- 
tolackschicht auf die Metallbeschichtung aufzutragen. Wahrend 
die Metallbeschichtung mit einer relativ gleichmafeigen Dicke 

15 urch Sputtern aufbringbar ist, kann diese Photolackschicht 
entweder durch eine Spriihtechnik oder duch eine Elektroab- 
scheidung in einer metallorganischen Losung galvanisch abge- 
schieden werden. In beiden Fallen ergibt sich eine relativ 
gleichmaSige Beschichtungsdicke des Photolackes. Das zweite 

20 Problem ist eine Belichtung einer derartigen unebenen Flache, 
wobei eine gleichmaSige Scharfe der Abbildung sowohl auf der 
Kuppe der gummielastischen Erhebung 3 als auch auf der Ebene 
der isolierenden Schicht 7 zu erreichen ist. Dieses Problem 
wird durch eine Projektionsbelichtung gelost. 

25 

Das Problem der Aufbringung einer prazisen Metallschicht- 
struktur auf eine unebene Flache wird in einem weiteren 
Durchfiihrungsbeispiel des Verfahrens in Figur 5 dadurch er- 
reicht, daS die Metallschichtstruktur 27 gedruckt wird. Bei 
30 der herkommlichen Siebdrucktechnik oder der Lochmaskentechnik 
sind jedoch die erheblichen Unterschiede in der Hohe h, d.h. 
die grofie Unebenheit der zu bedruckenden Flache ein Hinder- 
nis. Dieses Problem wird iiberwunden durch ein Tintenstrahl- 
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drucken der Metallschichtstruktur mit einer Tinte, die sich 
aus einer organometallischen Losung zusatnmensetzt . Nach dem 
Drucken wird durch einen entsprechenden Tempervorgang das L6- 
sungsmittel unter Bildung einer Metallschichtstruktur ver- 
5 dampf t . 

Figur 6 zeigt eine schematische Querschnittsansicht durch 
mehrere gummielastische Erhebungen 3 auf einem gummielasti- 
schen Sockel 17. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in 

10 den vorhergehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen 
gekennzeichnet und nicht extra erlautert . Die Herstellungs- 
weise dieses elektronischen Bauelements 2 kann mit den glei- 
chen Schritten, wie sie mit den Figuren 3 bis 5 dargestellt 
sind hergestellt werden, auSer daS vor dem Aufbringen der 

15 gummielastischen Erhebungen 3 zunachst ein Zwischenschritt 
zur Herstellung von flachen Sockeln 17 aus gummielastischen 
Material durchgefuhrt wird. Fur diesen Zwischenschritt zur 
Bildung flacher gummielastischer Sockel 17 kann ein Schablo- 
nendruck durchgefuhrt werden mit entsprechend grofieren Off- 

2 0 nungen in der Schablone, so daS auf dem Sockel 17 mehrere 

gummielastische Erhebungen anschliefiend aufbringbar sind. In 
dieser Aus fuhrungs form der Erfindung ist die Hohe hi des gum- 
mielastischen Sockels zwischen 30 und 50 Jim, wahrend die Hohe 
h 2 der Hohe h der gummielastischen Erhebung in Figur 4 und 5 
25 entspricht. 

Figur 7 zeigt schematisch einen Gesamtquerschnitt eines elek- 
tronischen Bauelements 2 einer weiteren Ausf iihrungsf orm der 
Erfindung, wobei in diesem Fall die gummielastischen Erhebun- 

3 0 gen 3 am Rand des elektronischen Bauelementes 2 dargestellt 

sind und die Leiterbahnen 4 zu den entsprechenden Kontaktfla- 
chen 19 einer nicht dargestellten elektronischen Schaltung im 
Halbleiterchip 6 fuhren. Weitere hier nicht gezeigte Erhebun- 



WO 01/75969 



PCT/DE01/01194 



gen konnen uber die gesamte Oberflache 13 verteilt angeordnet 
sein. Leitungspf ade 8 verbinden die Leiterbahnen 4 auf der 
Oberflache 13 mit elektrischen Kontaktf lecken 16 auf den Kup- 
pen 14 der Erhebungen 3, die Kontaktkugeln 5 tragen. Diese 
5 Kontaktkugeln 5 konnen vergoldet sein, um einen oxidations - 
freien Kontakt zu KontaktanschluSf lachen 12 einer Schaltungs- 
platine, zu gewahrleisten. In diesem Fall wird eine elektri- 
sche Verbindung zwischen dieser Schaltung des Bauelementes 2 
und der Verdrahtung auf der Schaltungsplatine 10 durch einen 

10 oxidationsf reien flexiblen Andruckkontakt erreicht, so daS 
kein umweltbelastendes Lot zum Einsatz kommt. Es ist jedoch 
auch moglich, daS die gummielastischen Erhebungen 3 eine Lot- 
kugel 5 tragen, so daS eine Lotverbindung mit einer Schal- 
tungsplatine ermoglicht wird und die elastischen Erhebungen 3 

15 nicht nur die Unebenheiten des Bauelementes 2 und der Platine 
ausgleichen, sondern auch thermische Spannungen vermindern, 
die aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungskoef f izienten von 
Bauelement 2 und Platine 10 auftreten. 

20 In den Figuren 8 bis 13 wird beispielhaft die Herstellung ei- 
nes elektronischen Bauelementes 2 erlautert, das eine erf in- 
dungsgemaSe gummielastische Erhebung 3 aufweist. Wie Figur 8 
zeigt, wird dabei zunachst auf einem Halbleiterchip 6, der in 
Figur 2 ausschnittweise im Querschnitt dargestellt ist, eine 

25 isolierende Schicht 7 aufgebracht, die eine erste Oberflache 
des Halbleiterchips 6 zumindest teilweise bedeckt . Das Auf- 
bringen und Strukturieren dieser isolierenden Schicht 7 kann 
dabei durch unterschiedliche Verfahren erfolgen. In einer 
Ausfuhrungsform der Erfindung wird ein Druckverf ahren, insbe- 

30 sondere ein Siebdruckverf ahren, verwendet, das einfach und 
kostengunstig durchfuhrbar ist. 
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Wie Figur 9 zeigt, wird anschlieSend eine gummielastische Er- 
hebung 3 auf den Halbleiterchip 6 im Bereich seiner Oberfla- 
che 13 aufgebracht, wobei die gummielastische Erhebung 3 auf 
oder neben der isolierenden Schicht angeordnet sein kann. 

5 

Eine Aufrauhung der Oberflache der flexiblen Erhebung 3 und 
der isolierenden Schicht 7 mit Hilfe eines Lasers kann in 
denjenigen Bereichen erfolgen, in denen in einem spateren 
Schritt Leitungspf ade 8 und Leiterbahnen 4 gebildet werden 
10 sollen. Dies ist durch die senkrechten Pfeile in Figur 3 an- 
gedeutet. Die rauhe Oberflache sorgt dabei insbesondere fur 
eine bessere Haftung des leitenden Materials der Leitungspf a- 
de 8 und Leiterbahnen 4 auf den jeweiligen Oberflachen. 

15 Figur 10 zeigt einen Querschnitt eines Ausschnitts des Halb- 
leiterchips nach Figur 9 nach Aufbringen einer strukturierten 
Metallisierung auf die Oberflache der gummielastischen Erhe- 
bung 3 sowie auf die Oberflache 13 der isolierenden Schicht 
7. 

20 

Figur 11 zeigt einen Querschnitt eines Ausschnitts des Halb- 
leiterchips 6 nach Figur 10 nach Aufbringen einer zweiten Me- 
tallisierung. Diese Metallisierung wird, wie die Figuren 10 
und 11 zeigen, somit in zwei Schritten erfolgen, wobei zu- 

25 nachst eine erste Grundmetallisierung 4a und 8a hergestellt 
wird oder eine Abscheidung von Keimen 4a, 8a auf der Oberfla- 
che erfolgt, welche jeweils zur Bildung von Leiterbahnen auf 
der isolierenden Schicht und einem Leitungspfad auf der fle- 
xiblen Erhebung dienen. Die Keime konnen aus jedem geeigneten 

3 0 Material wie Palladium bestehen. Anschliefiend erfolgt eine 
endgultige Metallisierung 4b und 8b, wie sie Figur 11 zeigt, 
zur endgultigen Herstellung der Leiterbahnen 4 und Leitungs- 
pf ade 8. Diese strukturierte Metallisierung bildet bereits 
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auf der gummielastischen Erhebung 3 einen elektrischen Kon- 
taktfleck 16, liber den die Kontaktierung des elektronischen 
Bauelements 2 erfolgt kann. 

5 Figur 12 zeigt einen Querschnitt eines Ausschnitts des Halb- 
leiterchips 6 nach Figur 10 nach Aufbringen einer Lotkugel 5 
auf die Kontaktstelle, die einen elektrischen Kontakt fleck 16 
bildet. 

10 Figur 13 zeigt einen Querschnitt einer alternativen Ausfuh- 
rungsform der leitenden Verbindung zu der Kontaktstelle auf 
der gummielastischen Erhebung 3, wobei hier ein Leitungspfad 
9 durch die gummielastische Erhebung 3 hindurch gefuhrt ist. 
Eine solche Anordnung kann dadurch hergestellt werden, daS 

15 zunachst, wie in Figur 8, eine isolierende Schicht 7 auf den 
Halbleiterchip 6 aufgebracht wird. AnschlieSend erfolgt be- 
reits eine Metallisierung zur Herstellung von Leiterbahnen 4 
auf der isolierenden Schicht 7. Erst dann erfolgt die' Auf - 
bringung der flexiblen Erhebung 3, vorzugsweise durch einen 

20 DruckprozeE. SchlieSlich erfolgt die Bildung eines Leitungs- 
pfades 9 im Inneren der gummielastischen Erhebung 3 durch ei- 
ne Laserstrukturierung ausgehend von der Oberflache der gum- 
mielastischen Erhebung 3 mit einer anschlieSenden Metallisie- 
rung. 

25 

Figur 14 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer 
weiteren Ausf uhrungsf orm der Erfindung. Komponenten mit glei- 
chen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren werden mit 
gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erlau- 
30 tert. In dieser Ausf uhrungsf orm der Erfindung ist die gummie- 
lastische Erhebung 3 aus einem gleichzeitig elektrisch lei- 
tendem Material gebildet und weist auf ihrer Kuppe 14 einen 
metallischen Kontaktfleck 16 auf, der uber das elektrisch 
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leitende Material der gummielastischen Erhebung 3 am FuS der 
Erhebung 3 mit einer Leiterbahn 4 der Oberflache 13 des elek- 
tronischen Bauteils verbunden ist. Die gummielastische Erhe- 
bung dient in diesem Fall gleichzeitig als niederohmiger 
5 Schutzwiderstand . 

Figur 15 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer 
mehrlagigen Schaltungsplatine 10 mit aufgelotetem elektroni- 
schen Bauelement 2. Dazu weist die mehrlagige Schaltungspla- 
10 tine 10 an ihrer Oberseite 28 Kontaktanschlussf lachen 12 auf, 
die eine Beschichtung aus Weichlot tragen. Komponenten mit 
gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren werden 
mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra er- 
lautert. 

15 

Das elektronische Bauelement 2 ist bei dieser Anordnung der 
Erfindung mit seinen Kontaktf lecken 16 auf den Kuppen 14 der 
gummielastischen Erhebungen 3 auf den Kontaktanschlussf lachen 
12 der Schaltungsplatine 10 aufgelotet und kann mit seinen 

20 gummielastischen Erhebungen sowohl thermische Unterschiede in 
der Ausdehnung der Schaltungsplatine 10 gegeniiber dem Halb- 
leiterchip 6, als auch Verwolbungen der Oberf lachen 13 des 
elektronischen Bauelements 2 gegeniiber der Oberflache 28 der 
Schaltungsplatine 10 ausgleichen. Der Hohenausgleich zwischen 

25 den beiden Oberflachen kann eine Gummielastizitat erfordern, 
die auf einem Zentimeter 1 Jim ausmacht und folglich bei einer 
Halbleiterscheibe mit Halbleiterchips 6 von einem Durchmesser 
von 30 cm einen Abstandsunterschied zwischen den beiden Ober- 
flachen 13 und 28 von bis zu 3 0 jam ausgleichen kann. Die gum- 

3 0 mielastische Dehnbarkeit der gummielastischen Erhebungen 3 
kann bei dieser Ausf tihrungsf orm der Erfindung vertikal zur 
Oberflache 13 eine gummielastische Dehnung von 3 0 ^m aufwei- 
sen. Das gummielastische Material der Erhebungen 3 weist eine 
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gummielastische Dehnbarlceit von 50 % auf . Somit ist die Hohe 
h der gummielastischen Erhebungen 3 mindestens 60 urn. 

Figur 16 zeigt eine Querschnittsansicht einer mehrlagigen 
5 Schaltungsplatine 10 mit Klebstof f hockern 11 und Kontaktan- 
schluSf lachen 12, die vergoldet sein konnen, urn einen oxida- 
tionsfreien Kontakt zu gewahrleisten oder die mit Lot be- 
schichtet sein konnen, wenn eine L6tverbindung erwunscht ist, 

10 Figur 17 zeigt das Aufbringen eines elektronischen Bauelemen- 
tes 2, wie es in Figur 7 gezeigt wird, jedoch mit vier Kon- 
taktkugeln 5, die auf gummielastischen Erhebungen 3 aufge- 
bracht sind und iiber Leitungspf ade 8 mit Leiterbahnen 4 des 
elektronischen Bauelements 2 in Verbindung stehen. Beim Auf- 

15 bringen und Justieren des elektronischen Bauelementes 2 auf 
der mehrlagigen Schaltungsplatine 10 verformen sich die Kleb- 
stof fhocker 11 etwas und schrumpfen, wie es Figur 18 zeigt, 
beim Ausharten, so daS das elektronische Bauelement 2 mit 
seinen Kontaktballen 5 auf die KontaktanschluSf lachen 12 der 

20 Schaltungsplatine 10 in Pf eilrichtung A gedruckt werden, wo- 
bei gleichzeitig die gummielastische Erhebung 3 zusammenge- 
preSt wird. Wenn sowohl die Kontaktkugeln 5 als auch die Kon- 
taktanschluSf lachen 12 mit einer Goldlegierung vergoldet 
sind, entsteht durch den Andruck in Pf eilrichtung A ein oxi- 

25 dationsf reier ohm'scher Kontakt zwischen den beteiligten Kom- 
ponenten. Sind die Komponenten mit Lot beschichtet, kann bei 
entsprechenden Lottemperaturen auch eine Lotverbindung herge- 
stellt werden. 

30 Figur 18 zeigt ein endmontiertes Bauelement 2 einer weiteren 
Ausfiihrungsform der Erfindung auf einer Schaltungsplatine 10. 
Unebenheiten und Verwolbungen des elektronischen Bauelementes 
2, die bis zu 10 fiva pro cm betragen konnen, und Unebenheiten 
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der Schaltungsplatine 10 konnen spannungsf rei durch die fle- 
xiblen Erhohungen 3 ausgeglichen werden. 

Die Figuren 19 bis 21 zeigen nun im einzelnen die Befestigung 
5 des elektronischen Bauelements 2 auf die mit einem ausgebrei- 
teten Tropfen aus schrumpf fagigen Klebstoff vorbereitete 
mehrlagige Schaltungsplatine 10. 

Figur 19 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer 
10 mehrlagigen Schaltungsplatine 10 mit einem ausgebreiteten 
Tropfen 21 aus schrumpf fahigen Klebstoff. Komponenten mit 
gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren werden 
mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra er- 
lautert . 

15 

Anders als in der Figur 16 wird bei der Ausf iihrungsf orm der 
Erf indung nach Figur 19 zum Aufsetzen eines elektronischen 
Bauelements auf eine mehrlagige Schaltungsplatine 10 ein 
grofif lachiger Tropfen aus schrumpf fahigen Klebstoff auf der 
20 Oberseite 28 der mehrlagigen Schaltungsplatine 10 ausgebrei- 
tet . 

Figur 2 0 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer 
mehrlagigen Schaltungsplatine 10 mit auf gebrachtem und ausge- 

25 richtetem elektronischen Bauelement 2. Komponenten mit glei- 
chen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren werden mit 
gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erlau- 
tert . Das elektronische Bauelement 2 unterscheidet sich von 
dem elektronischen Bauelement, das in Figur 15 gezeigt wird 

30 dadurch, daS zusatzlich eine Schutzschicht 29 unter Freilas- 
sung der gummielastischen Erhebungen 3 mit ihren Kontaktf lek- 
ken 16 auf ihrer Kuppe 14 und den Leitungspf aden 8 auf der 
Hangseite 15 der gummielastischen Erhebung 3 aufgebracht ist. 
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Beim Eintauchen der Kontaktf lecken 16 in den auf der Schal- 
tungsplatine 10 ausgebreiteten Tropfen 21 aus schrumpf baren 
Klebstoff 21 wird dieser von den Kontaktanschlussf lachen 12 
der Schaltungsplatine 10 verdrangt, so daS ein Kontakt zwi- 
5 schen Kontaktf lecken 16 und Kontaktanschlussf lachen 12 ent- 
steht . Dieser elektrische Kontakt wird dadurch verstarkt, dafi 
in dem Schrumpf prozess der Klebstoff s dieser das elektroni- 
sche Bauelement 2 in Pf eilrichtung A auf die Kontaktan- 
schlussf lachen presst. 

10 

Figur 21 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer 
mehrlagigen Schaltungsplatine 10 mit auf gepressten elektroni- 
schen Bauelement 2 wahrend der Aushartung des Klebstoffs. 
Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden 
15 Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und 
nicht extra erlautert. 

Beim Ausharten des Klebstoffs zwischen dem elektronischen 
Bauelement 2 und der Schaltungsplatine 10 schrumpft dieser 

2 0 und zieht in Pf eilrichtung A das elektronische Bauelement 2 

mit seinen gummielastischen Erhebungen und den darauf bef ind- 
lichen Kontaktf lecken 16 auf die Kontaktanschlussf lachen 12 
der Schaltungsplatine 10. Somit kann bereits allein durch 
Kontaktierung ein intensiver elektrischer Kontakt hergestellt 
25 werden. Die Schutzschicht 29 schiitzt bei diesem Vorgang das 
elektronische Bauelement 2 vor Einfliissen und Beschadigungen 
durch den schrumpf fahigen Klebstoff. Die Ausharttemperatur 
des schrumpf fahigen Klebstoffs liegt in einem Temperaturbe- 
reich, der gleichzeitig ein Weichloten zwischen den Kontakt - 

3 0 f lecken 16 des elektronischen Bauelements und den Kontaktan- 

schlussf lachen 12 der Schaltungsplatine 10 erlaubt . Somit 
konnen mit dieser Ausfiihrungsf orm der Erfindung sowohl elek- 
trische Kontaktstellen geschaffen werden, die nur auf Beriih- 
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rung basieren und/oder Kontaktstellen, die zusatzlich durch 
eine Weichlotung mechanisch gesichert sind. 
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Patentanspruche 

1. Elektronisches Bauelement mit einer elektronischen 
Schaltung und Leiterbahnen (4) auf einer Oberflache (13) 
des elektronischen Bauelements (2) zum elektrischen Ver- 
binden der elektronischen Schaltung mit metallbeschich- 
teten Erhebungen (3) aus isolierendem Material, 
dadurch gekennzeichnet , dass 

die Erhebungen (3) ein gummielastisches Material und je- 
weils auf ihrer Kuppe (14) einen metallischen Kontakt- 
fleck (16) und auf ihrer Hangseite (15) oder in ihrem 
Volumen einen Leitungspfad (8) aufweisen, der zwischen 
dem Kontaktfleck (16) und einer der Leiterbahnen (4) an- 
geordnet ist . 

2. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

daS die Erhebung (3) eine domartige Kontur mit weichem 
schwachgekriimmten Ubergang zu der Oberflache (13) auf- 
weist . 

3 . Elektronisches Bauelement nach Anspruch 1 oder Anspruch 
2, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

mehrere Erhebungen auf einer gummielastischen flachen 

Sockelflache angeordnet sind und sich der Leitungspfad 

(8) von jedem Kontaktfleck (16) uber die Hangseite (15) 
der jeweiligen gummielastischen Erhebung (3) uber den 
gummielastischen Sockel (17) zu einer der Leiterbahnen 

(4) auf der Oberflache (13) erstreckt . 

4. Elektronisches Bauelement nach einem der Ansprviche 1 bis 
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dadurch gekennzeichnet , dass 

die Erhebung (3) eine Grundflache mit einem Durchmesser 

zwischen 150 und 500 |im aufweist. 



5 5. Elektronisches Bauelement nach einem der vorhergehenden 
Anspruche , 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
eine isolierende Schicht (7) mindestens teilweise die 
aktive Oberflache bedeckt und an die gummielastische Er- 
10 hebung (3) angrenzt, und 

Leiterbahnen (4) auf der isolierenden Schicht angeordnet 
sind, die eine leitende Verbindung zwischen dem Lei- 
tungspfad (8) , der gummielastischen Erhebung (3) und der 
elektronischen Schaltung bilden. 

15 

6 . Elektronisches Bauelement nach einem der vorhergehenden 
Anspruche , 

dadurch gekennzeichnet, dass 

das gummielastische Material der Erhebungen (3) mehr als 
20 50 % gummielastische Dehnbarkeit aufweist. 

7. Elektronisches Bauelement nach einem der vorhergehenden 
Anspruche , 

dadurch gekennzeichnet, dass 
25 das gummielastische Material der Erhebungen (3) einen 

Elastomer aufweist. 



8 . Elektronisches Bauelement nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

30 dadurch gekennzeichnet, dass 

das gummielastische Material ein Elastomer auf Silicon- 
basis aufweist. 
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9. Elektronisches Bauelement nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche , 

dadurch gekennzeichnet , dass 

die Erhebungen (3) aus gummielastischem Material urn meh- 
rere 10 gummielastisch verformbar sind. 

10. Elektronisches Bauelement nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche , 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Erhebungen (3) parallel zur Oberflache (13) bis zu 

50 ^m gummielastisch auslenkbar sind. 

11. Elektronisches Bauelement nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Erhebungen (3) vertikal zur Oberflache urn 50 jim bis 
150 jim auslenkbar sind. 

12. Elektronisches Bauelement nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche , 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Hohe (h) der gummielastischen Erhebungen (3) 60 jwn 

bis 300 jim aufweist. 

13 . Elektronisches Bauelement nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche , 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Breite (b) des Leitungspf ades (8) auf der Hangseite 
(15) der Erhebung (3) kleiner gleich 150 |im ist. 

14 . Elektronisches Bauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 
13, 
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dadurch gekennzeichnet , dafi 

das elektronische Bauelement (2) ein Halbleiterbauele- 
ment ist. 

15. Elektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 
13, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

das elektronische Bauelement (2) ein Polymerbauelement 
ist . 

16. Elektronisches Bauelement nach einem der vorhergehenden 
Anspruche , 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die gummielastische Erhebung (3) elektrisch leitend ist 
und auf ihrer Kuppe (14) einen Kontaktfleck (16) auf- 
weist und mit ihrer Grundflache mit einer Leiterbahn (4) 
auf der Oberflache (13) des elektronischen Bauteils (2) 
elektrisch verbunden ist. 

17. Elektronisches Bauelement nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kontaktf lecken (16) mittels eines Leitklebers mit 
Kontaktanschlussf lachen (12) einer Schaltungsplatine 
(10) elektrisch verbindbar sind. 

18. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Erhebungen (3) mit ihren Kontaktf lecken (16) und ih- 
ren Leitungspf aden (8) vollstandig in Leitkleber (18) 
engebettet sind. 
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19. Elektronisches Bauelement nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche , 

dadurch gekennzeichnet , daS 

das elektronische Bauelement (2) auf einer Schaltungs- 
platine (10) angeordnet ist, mittels beim Ausharten 
schrumpfenden Klebstof f hockern (11) auf der Schaltungs- 
platine (10) gebondet ist und iiber den mindestens einen 
elektrischen Kontakt (1) einer gummielastischen Erhebung 
(3) mit mindestens einer elektrischen KontaktanschluS- 
flache (12) auf der Schaltungsplatine (10) einen An- 
druckkontakt bildet. 

20. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauele- 
ments (2) nach einem der Anspriiche 1 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die Aufbringung der gummielastischen Erhebung (3) durch 
einen DruckprozeS erfolgt. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der Druckprozess mittels Schablonendruck durch eine 
Lochschablone erfolgt . 

22. Verfahren nach Anspruch 20 oder Anspruch 21, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Erhebung (3) mittels mehrerer aufeinander folgender 
Druckvorgange durch aufeinander abgestimmte Lochschablo- 
nen erfolgt. 

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 20 bis 22, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

als Lochschablone eine perforierte Metallfolie einge- 
setzt wird. 
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24. Verfahren nach einem der Anspruche 20 bis 23 , 
dadurch gekennzeichnet , dass 

eine Metallschichtstruktur der Leitungspf ade (8) und der 
Kontaktf lecken (16) auf den Erhebungen (3) sowie der 
Leiterbahnen (4) auf der Oberflache (13) gleichzeitig 
hergestellt wird. 

25. Verfahren nach Anspruch 24 , 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Metallschichtstruktur mit folgenden Schritten herge- 
stellt wird: 

Aufbringen einer geschlossenen Metallschicht auf 
die Oberflache (13) und die Erhebungen (3) durch 
Sputtern, galvanisches Platieren oder Aufdampfen, 
Aufbringen einer geschlossenen Photolackschicht auf 
die Metallschicht durch Aufspriihen oder Elektroab- 
scheiden, 

Projektionsbelichten, Entwickeln und Ausharten der 
Photolackschicht zu einer strukturierten Photolack- 
maske, 

Strukturieren der Metallschicht durch Trocken- oder 
NaEatzung, 

Entfernen der Photolackmaske unter Zuriickbleiben 
der Metallschichtstruktur mit Leitungspf aden (8) , 
Kontaktf lecken (16) auf den Erhebungen (3) sowie 
den Leiterbahnen (4) auf der Oberflache (13) . 

26. Verfahren nach einem der Anspruche 20 bis 25, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

nach dem Aufbringen der gummielastischen Erhebung (3) 
eine Aufrauhung der Oberflache der Erhebung (3) zumin- 
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dest im Bereich der spateren Leitungspf ade (8) erfolgt, 
insbesondere mit Hilfe eines Lasers. 

27. Verfahren nach Anspruch 26, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

nach der Aufrauhung der Oberflache der gummielastischen 
Erhebung (3) und vor dem Aufbringen eines leitenden Ma- 
terials zur Bildung von Leitungspf aden (8) auf der Hang- 
seite (15) der Erhebung (3) eine Abscheidung von Keimen 
auf der Oberflache der Erhebung (3) erfolgt. 

28. Verfahren nach Anspruch 27, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
die Keime aus Palladium bestehen. 

29. Verfahren nach einem der Anspruche 20 bis 28, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die Bildung der Leitungspf ade (8) auf der Hangseite (15) 
der Erhebung (3) durch die Abscheidung eines leitenden 
Materials auf der aufgerauhten Oberflache erfolgt. 

30. Verfahren nach einem der Anspruche 20 bis 29, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

eine Aufrauhung der Oberflache der isolierenden Schicht 
(7) mindestens im Bereich der zu bildenden Leiterbahnen 
(4) erfolgt, insbesondere mit Hilfe eines Lasers. 

31. Verfahren nach Anspruch 30, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

nach der Aufrauhung der Oberflache der isolierenden 
Schicht (7) und vor dem Aufbringen eines leitenden Mate- 
rials zur Bildung von Leiterbahnen (4) auf der Oberfla- 
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che der isolierenden Schicht eine Abscheidung von Keimen 
auf der Oberflache der isolierenden Schicht (7) erfolgt. 

32. Verfahren nach Anspruch 31, 
dadurch gekennzeichnet , daS 
die Keime aus Palladium bestehen. 

33. Verfahren zur Herstellung einer Metallschichtstruktur 
auf flachen Oberflachen mit Erhebungen und Vertiefungen 
auf denselben, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
die Metallschicht selektiv und strukturiert durch Tin- 
tenstrahldrucken mittels einer organometallischen Losung 
als Tinte und anschlieSender Verdampfung des Losungsmit- 
tels wahrend eines Tempervorgangs gebildet wird. 

34. Verfahren nach einem der Anspruche 20 bis 33, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

mindestens ein fertiges elektronisches Bauelement (2) 
auf eine Schaltungsplatine (10) geklebt wird, wobei die 
elektrischen Kontaktf lecken (16) auf den Erhebungen (3) 
auf KontaktanschluSf lachen (12) der Schaltungsplatine 
(10) gedriickt werden. 

35. Verfahren nach Anspruch 34, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

als Klebstoff ein beim Ausharten schrumpf ender Klebstoff 
eingesetzt wird. 

36. Verfahren nach Anspruch 34 oder Anspruch 35, 
dadurch gekennzeichnet, da£ 

der Klebstoff in Form von Klebstoff hockern (11) auf der 
Schaltungsplatine (10) angeordnet wird. 
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37. Verfahren nach Anspruch 34 oder Anspruch 35, 
dadurch gekennzeichnet , dass 
der Klebstoff in Form eines f lachendeckenden Tropfens 
5 auf der Oberseite der Schaltungsplatine (10) aufgetragen 

wird und anschlieSend das elektronische Bauelement (2) 
mit seinen gummielastisch gehaltenen Kontaktf lecken (16) 
auf die Kontaktanschlussf lachen (12) bis zum Ende des 
Aushartens und Schrumpfens des Klebstoff s gepresst wird. 
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